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Datentrager mit einer integrierten Sc haltung mi t einer ESD-Schutzschaltung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine integrierte Schaltung fur einen Datentrager, 
5 welche integrierte Schaltung die nachfolgend angefuhrten Mittel enthalt, namlich einen 
ersten Anschluss und einen zweiten Anschluss, wobei die zwei Anschlusse zum Verbinden 
mit Ubertragungsmitteln des Datentragers vorgesehen sind, und eine ESD- 
Schutzschaltung, die zwischen die zwei Anschlusse geschaltet ist und die eine 
Serienschaltung aus einer ersten Schutzdiode und aus einer Schutzstufe aufweist, welche 

10 Schutzstufe durch Uberschreiten einer Spannungsschwelle aus einem sperrenden Zustand 
in einen leitenden Zustand bringbar ist, und die eine zu der Serienschaltung parallel und zu 
der ersten Schutzdiode der Serienschaltung gegensinnig geschaltete zweite Schutzdiode 
aufweist, und eine Gleichrichterschaltung, die mit der ESD-Schutzschaltung verbunden ist 
und die eine zu der ESD-Schutzschaltung parallel geschaltete Gleichrichterdiode aufweist. 

15 Die Erfindung bezieht sich weiters auf einen Datentrager zum kontaktlosen 

Kommunizieren mit einer Kommunikationsstation, welcher Datentrager 
Ubertragungsmittel und eine mit den Ubertragungsmitteln verbundene integrierte 
Schaltung enthalt, welche integrierte Schaltung die nachfolgend angefuhrten Mittel enthalt, 
namlich, einen ersten Anschluss und einen zweiten Anschluss, wobei die zwei Anschlusse 

20 mit den Ubertragungsmitteln verbunden sind, und eine ESD-Schutzschaltung, die zwischen 
die zwei Anschlusse geschaltet ist und die eine Serienschaltung aus einer ersten 
Schutzdiode und aus einer Schutzstufe aufweist, welche Schutzstufe durch Uberschreiten 
einer Spannungsschwelle aus einem sperrenden Zustand in einen leitenden Zustand 
bringbar ist, und die eine zu der Serienschaltung parallel und zu der ersten Schutzdiode der 

25 Serienschaltung gegensinnig geschaltete zweite Schutzdiode aufweist, und eine 

Gleichrichterschaltung, die mit der ESD-Schutzschaltung verbunden ist und die eine zu der 
ESD-Schutzschaltung parallel geschaltete Gleichrichterdiode aufweist. 

30 Integrierte Schaltungen entsprechend der vorstehend in dem ersten Absatz 

angefuhrten Gattung warden von dem Anmelder fur die Anwendung in Datentragern 
entwickelt und sind bekannt Bei den bekannten Losungen sind die zwei Schutzdioden der 
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ESD-Schutzschaltung je (lurch einfache Dioden, also je (lurch einen p/n-Ubergang gebildet, 
wobei die zwei Schutzdioden eine hohe Stromfestigkeit aufweisen, da sie bei Auftreten 
eines sogenannten ESD-Spannungspulses (electrostatic discharge pulse) gemaB dem 
„Human Body Model (HBM)" von beispielsweise 2000 Volt einer Belastung mit einem 
5 Strom von etwa 1,2 Ampere standhalten mtissen. Solche Dioden erfordern fur ihre 
Reahsierung in einer integrierten Schaltung relativ viel Flache, was ungunstig ist 
AuBerdem tragen solche Dioden einen relativ hohen Beitrag zu der zwischen den zwei 
Anschliissen vorliegenden Eingangskapazitat bei, was insbesondere bei integrierten 
Schaltungen fur Datentrager, die im MHz-Bereich bzw. GHz-Bereich kornmunizieren, 
10 besonders nachteilig ist, weil sich eine hohe Eingangskapazitat nachteilig auf die 
Reichweite eines solchen sogenannten RFTD-Datentragers auswirkt 



Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, die vorstehend erlauterten 

15 Sachverhalte zu vermeiden und eine verbesserte integrierte Schaltung und einen 
verbesserten Datentrager zu schaffen. 

Zur Losung der vorstehend angefuhrten Aufgabe sind bei einer integrierten 
Schaltung gemaB der Erfindung erfindungsgemaBe Merkmale vorgesehen, so dass eine 
integrierte Schaltung gemaB der Erfindung auf die nachfolgend angegebene Weise 

20 charakterisierbar ist, namlich: 

Integrierte Schaltung fur einen Datentrager, welche integrierte Schaltung die 
nachfolgend angefuhrten Mittel enthalt, namlich einen ersten Anschluss und einen zweiten 
Anschluss, wobei die zwei Anschlusse zum Verbinden mit Ubertragungsmitteln des 
Datentragers vorgesehen sind, und eine ESD-Schutzschaltung, die zwischen die zwei 

25 Anschlusse geschaltet ist und die eine Serienschaltung aus einer ersten Schutzdiode und 
aus einer Schutzstufe aufweist, welche Schutzstufe durch Uberschreiten einer 
Spannungsschwelle aus einem sperrenden Zustand in einen leitenden Zustand bringbai' ist, 
und die eine zu der Serienschaltung parallel und zu der ersten Schutzdiode der 
Serienschaltung gegensinnig geschaltete zweite Schutzdiode aufweist, und eine 

30 Gleichrichterschaltung, die mit der ESD-Schutzschaltung verbunden ist und die eine zu der 
ESD-Schutzschaltung parallel geschaltete Gleichrichterdiode aufweist, wobei die 
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parasitaren p/n-Ubergang gebildet ist urid wobei die Schottky-Diode mit dem parasitaren 
p/n-Ubergang die zweite Schutzdiode der ESD-Schutzschaltung bildet 

Zur Losung der vorstehend angefiihrten Aufgabe sind bei einem Datentrager 
gemaB der Erfindung erfindungsgema Be Merkmale vorgesehen, so dass ein Datentrager 
5 gemaB der Erfindung auf die nachfolgend angegebene Weise charakterisierbar ist, namlich: 
Datentrager zurn kontaktlosen Kommunizieren mit einer 
Kommunikationsstation, welcher Datentrager Ubertragungsmittel und eine mit den 
Ubertragungsmitteln verbundene integrierte Schaltung enthalt, welche integrierte Schaltung 
die nachfolgend angefiihrten Mittel enthalt, namlich, einen ersten Anschluss und einen 

10 zweiten Anschluss, wobei die zwei Anschlusse mit den Ubertragungsmitteln verbunden 
sind, und eine ESD-Schutzschaltung, die zwischen die zwei Anschlusse geschaltet ist und 
die eine Serienschaltung aus einer ersten Schutzdiode und aus einer Schutzstufe aufweist, 
welche Schutzstufe durch Uberschreiten einer Spannungsschwelle aus einem sperrenden 
Zustand in einen leitenden Zustand bringbar ist, und die eine zu der Serienschaltung 

15 parallel und zu der ersten Schutzdiode der Serienschaltung gegensinnig geschaltete zweite 
Schutzdiode aufweist, und eine Gleichrichterschaltung, die mit der ESD-Schutzschaltung 
verbunden ist und die eine zu der ESD-Schutzschaltung parallel geschaltete 
Gleichrichterdiode aufweist, wobei die Gleichrichterdiode der Gleichrichterschaltung 
durch eine Schottky-Diode mit einem parasitaren p/n-Ubergang gebildet ist und wobei die 

20 Schottky-Diode mit dem parasitaren p/n-Ubergang die zweite Schutzdiode der ESD- 
Schutzschaltung bildet. 

Durch das Vorsehen der Merkmale gemaB der Erfindung ist auf besonders 
einfache Weise und praktisch ohne zusatzlichen Aufwand erreicht, dass eine fur die 
Gleichrichterschaltung ohnehin erforderliche Gleichrichterdiode, die hierbei durch eine 

25 Schottky-Diode mit einem parasitaren p/n-Ubergang gebildet ist, zugleich als Schutzdiode 
der ESD-Schutzschaltung ausgeniitzt wird, wodurch in der ESD-Schutzschaltung eine 
Diode mit einem p/n-Ubergang eingespart werden kann. Dies hat zur Folge, dass eine 
deutlich reduzierte Eingangskapazitat zwischen den zwei Anschliissen der integrierten 
Schaltung erreicht ist und dass eine Ersparnis an Flache bei der Realisierung der 

30 ESD-Schutzschaltung in integrierter Technik erreicht ist. 

Bei den Losungen gemaB der Erfindung kann die Gleichrichterschaltung 
unterschiedliche Ausbildungen aufweisen, beispielsweise kann sie durch eine 
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Spannungsvervierfacherschaltung gebildet sein. Als besonders vorteilhaft hat es sich 
erwiesen, wenn die Gleichrichterschaltung durch eine Spannungsverdopplerschaltung 
gebildet ist Dies ist im Hinblick auf eine moglichst einf ache Ausbildung vorteilhaft. 

Die vorstehend angefiihrten Aspekte und weitere Aspekte der Erfindung gehen 
5 aus dem nachfolgend beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel hervor und sind anhand dieses 
Ausfuhrungsbeispiels erlautert 



Die Erfindung wird im Folgenden anhand von einem in der Zeichnung 
10 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel weiter beschrieben, auf das die Erfindung aber nicht 
beschrankt ist 

Die Figur 1 zeigt auf schematisierte Weise einen im vorliegenden 
Zusammenhang wesentlichen Teil eines Datentragers gemaB dem Stand der Technilc 

Die Figur 2 zeigt auf analoge Weise wie die Figur 1 einen Datentrager gemaB 
15 einem Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung. 

Die Figur 3 zeigt eine Gleichrichterdiode des Datentragers gemaB der Figur 2. 

Die Figur 1 zeigt einen bekannten Datentrager 1, der zum kontaktlosen 
20 Kommunizieren mit einer nicht dargestellten Kommunikationsstation vorgesehen und 
ausgebildet ist Ein solches Kommunizieren erfolgt auf Basis der sogenannten RFID- 
Technologie, wobei eine kontaktlose Dateniibertragung mit einer Tragerfrequenz von 
beispielsweise 869 MHz durchgefiihrt wird. 

Der Datentrager 1 enthalt hierbei auf elektromagnetische Weise wirksame 
25 Ubertragungsmittel 2, die einen Dipol 3 aufweisen . 

Weiters enthalt der Datentrager 1 eine integrierte Schaltung 5, die einen ersten 
Anschluss 6 und einen zweiten Anschluss 7 aufweist Mit den zwei Anschlussen 6 und 7 
sind die Ubertragungsmittel 2, also der Dipol 3 verbunden. Die zwei Anschliisse 6 und 7 
sind somit zum Verbinden mit den Ubertragungsmitteln 2 des Datentragers 1 vorgesehen. 
30 Die integrierte Schaltung 5 des bekannten Datentragers 1 enthalt eine 

ESD-Schutzschaltung 8. Die ESD-Schutzschaltung 8 ist zwischen die zwei Anschliisse 6 
1.^ t or^- h:;-. -,- nj -. bSL.!r}.:la , iiSf.'Vi1n:nj? ?i cnth;Jiciria£3xi!ni^:htiltun^ 9 ai;scin?r 
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ersten Schutzdiode 10 und aus einer Schutzstufe 11. Die Schutzstufe 11 ist so ausgebildet, 
dass die Schutzstufe 11 durch Uberschreiten einer innerhalb der Schutzstufe 11 
festgelegten Spannungsschwelle aus einem sperrenden Zustand in einen leitenden Zustand 
bringbar ist Solche Schutzstufen 1 1 sind in Fachkreisen seit langem bekannt, weshalb auf 
5 die detaillierte Schaltungsausbildung hier nicht naher eingegangen ist In dem sperrenden 
Zusatz der Schutzstufe 11 weist sie einen praktisch unendlich hohen 
Durchgangswiderstand auf, so dass dann die erste Schutzdiode 10 wirkungslos geschaltet 
ist In dem leitenden Zustand der Schutzstufe 11 weist sie einen praktisch 
vernachlassigbaren Durchgangswiderstand auf, wodurch dann die erste Schutzdiode 10 

10 praktisch mit einem Bezugspotential G verbunden ist Die ESD-Schutzschaltung 8 enthalt 
weiters eine zweite Schutzdiode 12, die zu der Serienschaltung 9 parallel geschaltet ist und 
die zu der ersten Schutzdiode 10 der Serienschaltung 9 gegensinnig geschaltet ist, wie aus 
der Figur 1 ersichtlich ist Jede der zwei Schutzdioden 10 und 12 ist durch eine einfache 
und ubliche Diode, also je durch einen p/n-Ubergang gebildet Die zwei Schutzdioden 10 

15 und 12 weisen eine hohe Stromfestigkeit auf. In diesem Fall ist jede der zwei Schutzdioden 
10 und 12 kurzzeitig mit einem Strom mit einer Stromstarke von etwa 5,0 Ampere 
belastbar, ohne dass eine Beschadigung oder Beeintrachtigung der Funktionsweise auftritt 
Die integrierte Schaltung 5 enthalt weiters eine Gleichrichterschaltung 13, die 
mit der ESD-Schutzschaltung 8 verbunden ist, namlich zu der ESD-Schutzschaltung 8 

20 parallel geschaltet ist. Die Gleichrichterschaltung 13 ist in dem hier vorliegenden Fall 
durch eine Spannungsverdopplerschaltung gebildet Die Gleichrichterschaltung 13 weist 
hierbei eine zu der ESD-Schutzschaltung 8 parallel geschaltete erste Gleichrichterdiode 14 
und eine zweite Gleichrichterdiode 15 sowie einen den zwei Gleichrichterdioden 14 und 15 
nachgeschalteten Speicherkondensator 16 auf. Bei einem Betrieb des Datentragers 1 ist an 

25 einem ersten Eingang der Gleichrichterschaltung 13 ein Betriebspotential V und an einem 
zweiten Eingang das Bezugspotential G prasent. Mit Hilfe der Gleichrichterschaltung 13 ist 
bei einem Betrieb des Datentragers 1 eine Versorgungsspannung VS erzeugbar, die etwa 
dem Zweifachen des Betriebspotentialwerts V entspricht und die an alle jene 
Schaltungsteile der integrierten Schaltung 5 abgegeben wird, die diese 

30 Versorgungsspannung VS benotigen. 

Mit der ersten Gleichrichterdiode 14 der Gleichrichterschaltung 13 wirkt auch 
noch eine dritte Gleichrichterdiode 17 und eine vierte Gleichrichterdiode 18 zusammen. An 
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jede der zwei weiteren Gleichrichterdioden 17 und 18 ist ein nicht dargestellter 
Speicherkondensator angeschlossen. An die dritte Gleichrichterdiode 17 ist eine 
Demodulationsschaltung der integrierten Schaltung 5 und an die vierte Gleichrichterdiode 
18 ist eine Modulationsschaltung der integrierten Schaltung 5 angeschlossen, was auch seit 
5 langem ublich und bekannt ist Die integrierte Schaltung 5 enthalt eine Reihe von in der 
Figur 1 nicht dargestellten Schaltungsteilen, wie eine Taktsignalerzeugungsstufe, einen 
Mikrocomputer oder anstelle des Mikrocomputers eine fix verdrahtete Logikschaltung 
sowie Speicherbausteine, worauf hier aber nicht naher eingegangen ist, weil dies im 
vorliegenden Zusammenhang nicht wichtig ist. 

10 Die vier Gleichrichterdioden 14, 15, 17 und 18 sind ebenso je durch eine 

ubliche Diode, also durch einen p/n-Ubergang gebildet 

Die Figur 2 zeigt einen Datentrager 1 gemaB der Erfindung. Bezuglich des 
Datentragers 1 gemaB der Figur 2 ist nachfolgend hauptsachlich auf die Unterschiede zu 
dem bekannten Datentrager 1 gemaB der Figur 1 hingewiesen. 

15 Der Datentrager 1 gemaB der Figur 2 ist zum Kommunizieren bei deutlich 

hoheren Tragerfrequenzen als der Datentrager 1 gemaB der Figur 1 vorgesehen und 
ausgebildet. Der Datentrager 1 gemaB der Figur 2 ist zum Kommunizieren bei einer 
Tragerfrequenz urn 2,45 GHz vorgesehen und ausgebildet. Der Datentrager 1 gemaB der 
Figur 2 kann aber auch zum Kommunizieren bei Tragerfrequenzen von 869 MHz oder bei 

20 Tragerfrequenzen in dem Bereich zwischen 902 MHz und 930 MHz vorgesehen und 
ausgebildet sein. Auch eine Tragerfrequenz mit etwa 5,8 GHz ist moglich. 

Der Datentrager 1 gemaB der Figur 2 enthalt fur solch hohe Tragerfrequenzen 
geeignet ausgebildete Ubertragungsmittel 2, die in diesem Fall durch einen Dipol 20 
gebildet sind. Der Dipol 20 ist mit den zwei Anschliissen 6 und 7 der integrierten 

25 Schaltung 5 des Datentragers 1 gemaB der Figur 2 verbunden und bildet hierbei ebenso wie 
der Dipol 3 des Datentragers 1 gemaB der Figur 1 keine galvanische Verbindung zwischen 
den zwei Anschliissen 6 und 7. Der Datentrager 1 gemaB der Figur 2 enthalt ebenso eine 
ESD-Schutzschaltung 8 und eine Gleichrichterschaltung 13. 

Die Gleichrichterschaltung 13 ist in diesem Fall mit Hilfe von Schottky- 

30 Dioden, namlich einer ersten Schottky-Diode 21 und einer zweiten Schottky-Diode 22 
realisiert Auch die weiteren mit der ersten Schottky-Diode 21 zusammenwirkenden 



PHAT020034EP-P -7- 

der Ausbildung der Schottky-Diode 21 der integrierten Schaltung 5 des Datentragers 1 
gemaB der Figur 2 liegt darin, dass diese als erste Gleichrichterdiode vorgesehene erste 
Schottky-Diode 21 durch eine reine Schottky-Diode 25 mit einem parasitaren p/n- 
Ubergang 26 gebildet ist, wie dies aus der Figur 3 fur die erste Schottky-Diode 21 
5 entnommen werden kann. Wie aus der Figur 3 ersichtlich ist, besteht die erste Schottky- 
Diode 21 aus der reinen Schottky-Diode 25 und dem mit der reinen Schottky-Diode 25 
zusammenwirkenden parasitaren p/n-Ubergang 26, der gegeniiber dem mit dem 
Bezugspotential G verbundenen Substrat der integrierten Schaltung 5 besteht, was 
iiberhaupt den Grund dafur bildet, dass es sich urn einen parasitaren p/n-Ubergang handelt 
10 Der parasitare p/n-Ubergang muss aber nicht unbedingt gegeniiber dem Substrat bestehen, 
sondern kann auch auf andere Art und Weise realisiert sein und hierbei beispielsweise zu 
der reinen Schottky-Diode 25 parallel liegen. 

Der Vorteil, dass die erste Schottky-Diode 21 einen parasitaren p/n-Ubergang 
26 aufweist, dass also die erste Schottky-Diode 21 aus einer reinen Schottky-Diode 25 und 
15 einem parasitaren p/n-Ubergang 26 besteht, besteht darin, dass die reine Schottky-Diode 25 
eine relativ geringe Durchlass-Spannung und einen relativ hohen Durchlass-Widerstand 
aufweist und dass der parasitare p/n-Ubergang, der zumindest im wesentlichen einer 
normalen Diode entspricht, eine relativ hohe Durchlass-Spannung und einen relativ 
geringen Durchlass-Widerstand aufweist 
20 Bei der Ausbildung des Datentragers 1 bzw. der integrierten Schaltung 5 

gemaB der Figur 2 bildet die erste Schottky-Diode 21 mit dem parasitaren p/n-Ubergang 26 
zugleich die zweite Schutzdiode der ESD-Schutzschaltung 8, so dass in der 
ESD-Schutzschaltung 8 mit nur der ersten Schutzdiode 10 und der Schutzstufe 11 das 
Auslangen gefunden wird. 
25 Bei der Ausbildung des Datentragers 1 gemaB der Figur 2 ist somit in der 

ESD-Schutzschaltung 8 gegeniiber dem bekannten Datentrager 1 gemaB der Figur 1 eine 
Schutzdiode, also ein p/n-Ubergang eingespart, weil die Funktion dieser Schutzdiode durch 
die erste Gleichrichterdiode, also durch die erste Schottky-Diode 21 erfullt wird. Dies 
bringt den groBen Vorteil, dass eine stromfeste Diode eingespart werden kann, also nicht 
30 vorgesehen sein muss, wodurch eine deutlich reduzierte Eingangskapazitat zwischen den 
zwei Anschlussen 6 und 7 erhalten wird und wodurch Flache beim Integrationsprozess 
eingespart wird. 
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Bei einem normalen Betrieb des Datentragers 1 gemafl der Figur 2, wenn also 
mit Hilfe des Dipols 20 ein Tragersignal empfangen wild, hat dies zur Folge, dass ein 
Betriebspotential V von etwa 1,0 Volt und eine Versorgungsspannung VS von etwa 
2,0 Volt erreicht wird. 

5 Bei einem normalen Betrieb des Datentragers 1 bzw. der integrierten Schaltung 

5 ist die Schutzstufe 11 in ihren sperrenden Zustand gesteuert und folglich die erste 
Schutzdiode 10 auBer Funktion gesetzt. Weiters ist von der ersten Schottky-Diode 21 die 
reine Schottky-Diode 25 wegen der geringeren Durchlass-Spannung der aktive, also 
leitende Teil, wogegen der parasitare p/n-Ubergang 26 wegen der hoheren Durchlass- 

10 Spannung unwirksam, also nicht-leitend bleibt 

Wenn ein sogenannter ESD-Spannungspuls, also eine kurzzeitige 
Uberspannung auftritt, dann sind zwei Falle zu unterscheiden. Wenn ein positiver hoher 
ESD-Spannungspuls am Anschluss 6 auftritt, dann hat dies zur Folge, dass die Schutzstufe 
11 zum Durchbrechen gebracht wird, also in ihren leitenden Zustand gebracht wird, 

15 wonach dann der durch den positiven hohen ESD-Spannungspuls bewirkt ESD-Strom tiber 
die erste Schutzdiode 10 fliefien kann und folglich eine Schutzfunktion fur die 
nachfolgenden Schaltungsteile gewahrleistet ist. 

Bei Auftreten von einem negativen hohen ESD-Spannungspuls an dem 
Anschluss 6 ist von der ersten Schottky-Diode 21 der parasitare p/n-Ubergang 26 wegen 

20 des geringeren Durchlass-Widerstandes der aktive, also leitende Teil, wogegen die reine 
Schottky-Diode 25 wegen des hoheren Durchlass-Widerstands unwirksam, also nicht- 
leitend bleibt. Durch den parasitaren p/n-Ubergang 26 ist somit in diesem Fall die 
Schutzfunktion gewahrleistet. 

Mit Hilfe der ersten Schottky-Diode 21 und der Schutzdiode 10 und der 

25 Schutzstufe 1 1 ist somit fur einen einwandfreien Schutz der restlichen Teile der 
integrierten Schaltung 5 und folglich des Datentragers 1 gesorgt, wobei aber der 
wesentliche Vorteil erhalten ist, dass nur eine geringe Eingangskapazitat zwischen den 
zwei Anschlussen 6 und 7 vorliegt, was im Hinblick auf eine moglichst groBe Reichweite 
des Datentragers 1 vorteuhaft ist 



30 
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Znsammenfassung 



Datentra ger mit einer integrierten Schaltimg mit einer ESD-Schutzschaltung 

5 Bei einem Datentrager (1) bzw. bei einer integrierten Schaltung (5) fiir den 

Datentrager (1) ist eine ESD-Schutzschaltung (8) mit Hilfe von einer Serienschaltung (9) 
aus einer ersten Schutzdiode (10) und aus einer Schutzstufe (1 1) sowie aus einer zu der 
Serienschaltung (9) parallel geschalteten zweiten Schutzdiode gebildet und ist eine mit der 
ESD-Schutzschaltung (8) verbundene Gleichrichterschaltung (13) vorgesehen, die eine zu 
10 der ESD-Schutzschaltxmg (8) parallel geschaltete Gleichrichterdiode aufweist, wobei die 
Gleichrichterdiode durch eine Schottky-Diode (21) mit einem parasitaren p/n-Ubergang 
(26) gebildet ist und wobei die Schottky-Diode (21) mit dem parasitaren p/n-Ubergang (26) 
die zweite Schutzdiode der ESD-Schutzschaltung (8) bildet 
(Figur2). 
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Patentanspruche: 

1. Integrierte Schaltung fur einen Datentrager, welche integrierte Schaltung 
die nachf olgend angefiihrten Mittel enthalt, namlich 

einen ersten Anschluss und einen zweiten Anschluss, wobei die zwei Anschliisse zum 
5 Verbinden mit Ubertragungsmitteln des Datentragers vorgesehen sind, und 

eine ESD-Schutzschaltung, die zwischen die zwei Anschliisse geschaltet ist und die eine 
Serienschaltung aus einer ersten Schutzdiode und aus einer Schutzstufe aufweist, welche 
Schutzstufe durch Uberschreiten einer Spannungsschwelle aus einem sperrenden Zustand 
in einen leitenden Zustand bringbar ist, und die eine zu der Serienschaltung parallel und zu 
10 der ersten Schutzdiode der Serienschaltung gegensinnig geschaltete zweite Schutzdiode 
aufweist, und 

eine Gleichrichterschaltung, die mit der ESD-Schutzschaltung verbunden ist und die eine 
zu der ESD-Schutzschaltung parallel geschaltete Gleichrichterdiode aufweist, 
wobei die Gleichrichterdiode der Gleichrichterschaltung durch eine Schottky-Diode mit 
15 einem parasitaren p/n-Ubergang gebildet ist und wobei die Schottky-Diode mit dem 
parasitaren p/n-Ubergang die zweite Schutzdiode der ESD-Schutzschaltung bildet. 

2. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1, 

wobei die Gleichrichterschaltung durch eine Spannungsverdoppler-Schaltung gebildet ist. 

3. Datentrager zum kontaktlosen Kommunizieren mit einer 

20 Kommunikationsstation, welcher Datentrager Ubertragungsmittel und eine mit den 

Ubertragungsmitteln verbundene integrierte Schaltung enthalt, welche integrierte Schaltung 
die nachfolgend angefuhrten Mittel enthalt, namlich, 

einen ersten Anschluss und einen zweiten Anschluss, wobei die zwei Anschliisse mit den 
• Ubertragungsmitteln verbunden sind, und 

25 eine ESD-Schutzschaltung, die zwischen die zwei Anschliisse geschaltet ist und die eine 
Serienschaltung aus einer ersten Schutzdiode und aus einer Schutzstufe aufweist, welche 
Schutzstufe durch Uberschreiten einer Spannungsschwelle aus einem sperrenden Zustand 
in einen leitenden Zustand bringbar ist, und die eine zu der Serienschaltung parallel und zu 
der ersten Schutzdiode der Serienschaltung gegensinnig geschaltete zweite Schutzdiode 

30 aufweist, und 

eine Gleichrichterschaltung, die mit der ESD-Schutzschaltung verbunden ist und die eine 
zu der ESD-Schutzschaltung parallel geschaltete Gleichrichterdiode aufweist, 
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wobei die Gleichrichterdiode der Gleichrichterschaltung durch eine Schottky-Diode mit 
einem parasitaren p/n-Ubergang gebildet ist und wobei die Schottky-Diode mit dem 
parasitaren p/n-Ubergang die zweite Schutzdiode derESD-Schutzschaltung bildet 

4. Datentrager nach Anspruch 3, 
wobei die Gleichrichterschaltung durch eine Spannungsverdoppler-Schaltung gebildet ist. 
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